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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成23年3月10日(2011.3.10)

【公開番号】特開2009-161401(P2009-161401A)
【公開日】平成21年7月23日(2009.7.23)
【年通号数】公開・登録公報2009-029
【出願番号】特願2008-1044(P2008-1044)
【国際特許分類】
   Ｃ３０Ｂ  29/38     (2006.01)
   Ｃ３０Ｂ  33/02     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  33/32     (2010.01)
   Ｈ０１Ｓ   5/323    (2006.01)
   Ｈ０１Ｓ   5/343    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ３０Ｂ  29/38    　　　Ｄ
   Ｃ３０Ｂ  33/02    　　　　
   Ｈ０１Ｌ  33/00    　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｓ   5/323   ６１０　
   Ｈ０１Ｓ   5/343   ６１０　

【手続補正書】
【提出日】平成22年12月27日(2010.12.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単結晶中に含まれる不純物元素の含有量を制御して、選択的に不純物元素の含有量が制
御された単結晶を製造する方法であって、
　前記単結晶を構成する主要元素を含む溶液または融液中にて前記単結晶を加熱する工程
を含むことを特徴とする、選択的に不純物元素の含有量が制御された単結晶の製造方法。
【請求項２】
　不純物元素として少なくともドーピング元素を含む単結晶を、該単結晶を構成する主要
元素を含む溶液または融液中にて加熱することにより、前記ドーピング元素の含有量を維
持または増加させることを特徴とする、請求項１に記載の選択的に不純物の含有量が制御
された単結晶の製造方法。
【請求項３】
　前記溶液または融液が、ドーピング元素を含むことを特徴とする請求項１または２に記
載の選択的に不純物元素の含有量が制御された単結晶の製造方法。
【請求項４】
　不純物元素として少なくともアルカリ金属元素を含む単結晶を、該単結晶を構成する主
要元素を含む溶液または融液中にて加熱することにより、前記アルカリ金属元素の含有量
を減少させることを特徴とする、請求項１～３のいずれか１項に記載の選択的に不純物の
含有量が制御された単結晶の製造方法。
【請求項５】
　前記単結晶が主要元素としてＧａを含み、前記溶液または融液がＧａ金属および／また
はＧａ化合物を含むことを特徴とする、請求項１～４のいずれか１項に記載の選択的に不
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純物元素の含有量が制御された単結晶の製造方法。
【請求項６】
　前記溶液または融液が、溶融塩であることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に
記載の選択的に不純物元素の含有量が制御された単結晶の製造方法。
【請求項７】
　前記溶融塩が、１種類または複数種の金属ハロゲン化物であることを特徴とする請求項
６に記載の選択的に不純物元素の含有量が制御された単結晶の製造方法。
【請求項８】
　前記溶融塩がＧａＣｌｘを含み、ｘの値が０．１～３であることを特徴とする請求項７
に記載の選択的に不純物元素の含有量が制御された単結晶の製造方法。
【請求項９】
　前記溶融塩として、カチオンとアニオンとの化学量論比を変化させた溶融塩を用いるこ
とを特徴とする請求項６～８のいずれか１項に記載の選択的に不純物元素の含有量が制御
された単結晶の製造方法。
【請求項１０】
　前記単結晶が、周期表第１３族金属元素の窒化物結晶であることを特徴とする請求項１
～９のいずれか１項に記載の選択的に不純物元素の含有量が制御された単結晶の製造方法
。
【請求項１１】
　前記周期表第１３族金属元素の窒化物結晶がＧａを含む窒化物結晶であることを特徴と
する請求項１０に記載の選択的に不純物元素の含有量が制御された単結晶の製造方法。
【請求項１２】
　前記周期表第１３族金属元素の窒化物結晶が、ＧａＮ単結晶であることを特徴とする請
求項１１に記載の選択的に不純物元素の含有量が制御された単結晶の製造方法。
【請求項１３】
　前記単結晶が、あらかじめドーピング元素として少なくともＭｇ、Ｍｎ、Ｓｉ、Ｏ、Ｓ
、Ｚｎのいずれかを含むことを特徴とする請求項１～１２のいずれか１項に記載の選択的
に不純物元素の含有量が制御された単結晶の製造方法。
【請求項１４】
　前記単結晶の不純物含有量が１×１０１４／ｃｍ３以上であることを特徴とする請求項
１～１３のいずれか１項に記載の選択的に不純物元素の含有量が制御された単結晶の製造
方法。
【請求項１５】
　前記溶融塩または溶液がＧａＣｌｘを含み、ｘの値が０．１～３であることを特徴とす
る請求項１～１４のいずれか１項に記載の選択的に不純物元素の含有量が制御された単結
晶の製造方法。
【請求項１６】
　前記加熱を真空下で行うことを特徴とする請求項１～１５のいずれか１項に記載の選択
的に不純物元素の含有量が制御された単結晶の製造方法。
【請求項１７】
　前記加熱を６００℃～１３００℃で行うことを特徴とする請求項１～１６のいずれか１
項に記載の選択的に不純物元素の含有量が制御された単結晶の製造方法。
【請求項１８】
　前記単結晶に含まれる不純物元素がアルカリ金属またはアルカリ土類金属であることを
特徴とする請求項１～１７のいずれか１項に記載の選択的に不純物元素の含有量が制御さ
れた単結晶の製造方法。
【請求項１９】
　前記単結晶が、液相法によって得られた単結晶であることを特徴とする請求項１～１８
のいずれか１項に記載の選択的に不純物の含有量を制御された単結晶の製造方法。
【請求項２０】
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　請求項１～１９のいずれか１項に記載の製造方法により製造された選択的に不純物の含
有量を制御された単結晶。
【請求項２１】
　請求項１～１９のいずれか１項に記載の製造方法により製造された選択的に不純物の含
有量を制御された単結晶を用いて製造されたことを特徴とする半導体デバイス。
【請求項２２】
　単結晶中に含まれる不純物元素の含有量を制御する方法であって、
　前記単結晶を構成する主要元素を含む溶液または融液中にて前記単結晶を加熱する工程
を含むことを特徴とする単結晶中の不純物元素含有量の制御方法。
【請求項２３】
　ドーピング元素とアルカリ金属元素を含有する単結晶中のドーピング元素含有量を維持
または増加させ、単結晶中のアルカリ金属元素含有量を減少させる方法であって、
　ドーピング元素とアルカリ金属元素の含有する単結晶を、該単結晶を構成する主要元素
を含む溶液または融液中にて加熱する工程を含むことを特徴とする前記方法。
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